ISI LEVHA SIVASI

L NNVIKS

1,0

INSAAT KIMYA SANAYII

7,
>
T
<
.
>
L
-

ic ve dis mekanlarda polistren esash ve tas ylinii levhalar gibi isi ve ses yalitim
malzemelerinin Gizerine siva yapilmasinda kullanilan ¢cimento esasli, elyaf
takviyeli 6zel bir sivadir.

« Is1 yalitim levhasinin Gzeri sivanmasinda
« I¢ ve dis mekanlarda

« Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

« Uzun dmdurludur.

« iklim kosullarina karsi yiiksek dayanim gésterir.

- Uzerine direk boya uygulanabilir

- Yapisindaki elyaf fiberleri sayesinde sicaklik farkhhklarindan dogan gerilmeleri
ve titresimleri absorbe eder, ¢catlama riskini en aza indirir.

Ylzeyler temiz, diizguin, her tirll toz, yag pas gibi yapismayi engelleyici
maddelerden arindiriimahdir. Uygulama yapilacak zeminde catlak oyuk var ise
IKS Tamir harci ile tamir edilmelidir . Uygulama yapilacak zeminde islaklik ve su
birikintisi olmamalidir.

25 Kg lik IKS Isi Levha Siva Harci +5 ile +35 derece arasi ortam sicakliginda
yavasca 6-6,5 It su eklenerek homojen bir karisim elde edene kadar mikserle
kanstinlir. Hazirlanan harg 3-5 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya
ge¢cmeden 1-2 dakika daha karnistirilir . Yalitim levha Gzerine 1. kat siva kalin bir
sekilde cekilir daha sonra cekilen siva tizerine file uygulama islemi yapilir file
uygulama islemi bittikden sonra alttaki sivanin filenin gézenekleri kapatacak
sekilde mala ile duzeltilir kurutukdan sonra son kat siva atilir . Son kat siva
kurutukdan sonra 1-2 giin sonra ortam ve sicaklik sartlarina gore astar atilr
daha sonra son kat kaplama malzemesi istege gore cekilir.

GOoriinim Gri renkli toz

Karisim Oranl 6-6,5 It su/ 25 kg toz

Sarfiyat Miktari 4-5kg/m2

Uygulama Sicakligl
Acik Bekletme Suresi

+5°Cile +35°C arasi

15 dakika

Kapta Bekletme Siresi 2 saat

Ist Yalitim Levhasina Yapisma Mukavemeti = 0.08 N/mm?2
Alt Tabakaya Yapisma Mukavemeti > 0.5 N/mm2

Egilme Dayanimi =2 N/mm2

Basing Dayanimi =6 N/mm2

Taze Harcin Bosluklu Birim kutlesi 21150 kg/m3
SuEmme <0.2 (kg7m2 dk0.5
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